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ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ АКТИВАЦІЇ А-ЦЕНТРА 

В ОДНОВІСНО ДЕФОРМОВАНИХ МОНОКРИСТАЛАХ n-Ge 

 

На основі розв’язків рівняння електронейтральності та експериментальних результатів вимірювань п’єзо-

холл-ефекту отримано залежності енергії активації глибокого рівня А-центра від одновісного тиску вздовж 

кристалографічних напрямків [100], [110] та [111] для монокристалів n-Ge, опромінених електронами з 

енергією 10 МеВ. За допомогою методу найменших квадратів отримано апроксимаційні поліноми для 

розрахунку даних залежностей. Показано, що енергія активації А-центра зменшується лінійно для всього 

діапазону одновісних тисків уздовж кристалографічного напрямку [100]. Для випадків одновісної деформації 

вздовж кристалографічних напрямків [110] та [111] зменшення енергії активації за лінійним законом 

спостерігається лише при високих одновісних тисках, коли глибокий рівень А-центра взаємодіє з тими 

мінімумами зони провідності германію, які виявилися нижніми при деформації.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ А-ЦЕНТРА 

В ОДНООСНО ДЕФОРМИРОВАННЫХ МОНОКРИСТАЛЛАХ n-Ge 

 

На основе решений уравнения электронейтральности и экспериментальных результатов измерений пьезо-

холл-эффекта получены зависимости  энергии активации глубокого уровня А-центра от одноосного давления 

вдоль кристаллографических направлений [100], [110] и [111] для монокристаллов n-Ge, облученных 

электронами с энергией 10 МэВ. С помощью метода наименьших квадратов получены аппроксимационные 

полиномы для расчета данных зависимостей. Показано, что энергия активации глубокого уровня А-центра 

уменьшается линейно для всего диапазона одноосных давлений вдоль кристаллографического направления 

[100]. Для случаев одноосной деформации вдоль кристаллографических направлений [110] и [111] уменьшение 

энергии активации по линейному закону наблюдается только при высоких одноосных давлениях, когда 

глубокий уровень А-центра взаимодействует с теми минимумами зоны проводимости германия, которые 

оказались нижними при деформации. Различные зависимости энергии активации А-центра от ориентации оси 

деформации могут быть связаны с особенностями его микроструктуры. 
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DETERMINATION OF THE ACTIVATION ENERGY OF A-CENTER  

IN THE UNIAXIALLY DEFORMED n-Ge SINGLE CRYSTALS 

 

Based on the decisions of electroneutrality equation and experimental results of measurements of the piezo-Hall-

effect the dependences of activation energy of the deep level A-center depending on the uniaxial pressure along the 

crystallographic directions [100], [110] and [111] for n-Ge single crystals, irradiated by the electrons with energy 

10 MeV are obtained. Using the method of least squares approximational polynomials for the calculation of these 

dependences are obtained. It is shown that the activation energy of A-center deep level decreases linearly for the entire 

range of uniaxial pressure along the crystallographic direction [100]. For the cases of uniaxial deformation along the 

crystallographic directions [110] and [111] decrease of the activation energy according to the linear law is observed 

only at high uniaxial pressures, when the A-center deep level interacts with the minima of the germanium conduction 

band, which proved the lower at the deformation. The various dependences of the activation energy of A-center 

depending on the orientation of the axis of deformation may be connected with features of its microstructure. 
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